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1 MASTER- Caractérisation des Semi-conducteurs 

TD 04 : Caractéristique C(V) 

Problème N 1: Exploitation de la caractéristique C=f(V) d’une diode en inverse 
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Problème N 2 : MESURE DU NIVEAU DE DOPAGE D'UN SEMI-CONDUCTEUR 

On considère une jonction métal semi-conducteur que l'on utilise pour mesurer le niveau de 

dopage d'une plaque d’Arséniure de Gallium dopée N. La jonction est représentée                   

à la figure 1 et la répartition de la densité de charges électriques à l'équilibre a l'allure 

représentée sur la figure 1. On appelle ND le niveau de dopage du Semi Conducteur et W est 

la largeur de la zone de charge d'espace. Dans le cas d'une jonction métal semi-conducteur 

cette charge d'espace s'étend essentiellement du côté Semi Conducteur de sorte que l'on peut 

considérer que W est la largeur totale de la zone de charge d'espace. 

 

 

 
Figure 1 

Soit  la permittivité diélectrique absolue de l'AsGa et ND le niveau de dopage. On polarise la 
jonction comme indiqué à la figure 2. On admet que toute la tension de polarisation est 

appliquée à la zone de charge d'espace de sorte que, avec l'hypothèse   (0) = 0, on a  (W) = 

Vbi -V. 

 
Figure 2 

1) Exprimer littéralement la largeur de la zone de charge d'espace W en fonction de q,  , ND et 

Vbi-V. 

2) Calculer la charge Qs comprise dans la région de charge d'espace par unité d'aire de la 

jonction. 
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3) La capacité équivalente de la jonction est définie par CdQS/dV. Montrer que cette capacité 

est donnée par 𝑪 =  √ 𝒒 𝝐 𝑵𝑫𝟐 (𝑽𝒃𝒊 − 𝑽) = 𝝐𝑾  F /cm2  si ND est exprimé en cm-3 et  en F/cm. 

4) Exprimer la quantité 1/C2 en fonction des paramètres de la jonction et de la tension V. 

Quelle est la nature de la courbe 1/C2 =f(V) ? 

5) Pour une plaquette d'AsGa on a mesuré expérimentalement la capacité de la jonction en 

fonction de la tension appliquée et les variations de 1/C2 sont représentées en fonction de la 

tension de polarisation V. Déduire de cette courbe: 

a) la valeur de ND 

b) la valeur de Vbi 

On donne: q=1,6.10-19 C;  r = 13,1;  o = 8,854. 10-14 F/cm 

 
Figure 3 

 


